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,Badania optoelektrycznych wkxiwasci struktur na bazie krzemu otrzymywanych
poprzez implantaegjjonowg i poimplantacyjne wygrzewanie”

Zwiekszanie wydajn&i obliczeniowych mikroprocesoréw bagoych na krzemie poprzez zmniejszenie rozmiarow
elementow roboczych aegja granice maiwosci technologicznych. Podstawowym problemem utruygoian dalsz
miniaturyzacg i wzrost mocy obliczeniowych jest ograniczenieastmocy w uktadach potprzewodnikowych. Jest to
mozliwe do osigniecia poprzez zastosowanie elementow optoelektropatzoharakteryzagych se lepszymi parametrami
roboczymi (ruchliwé¢ nosnikow, wydajnd¢ emisji optycznej) ri krzem, np. zwjzkow potprzewodnikowych Alll-BV.

W ramach prezentacji zostaprzedstawione wyniki badaoptycznych i elektrycznych wdaiwosci struktur metal-tlenek-
krzem (MOS), zaimplantowanych jonami krzemu, gemmaraz ziem rzadkich. Badania koncentrowatyvgokot wptywu
parametréw implantacji jonowej (energia i dawkadan temperatura podia w trakcie implantaciji) oraz parametréw
wygrzewania na wgiwosci optoelektryczne (wydajsé emisji optycznej, stabilr$é pracy) struktur MOS oraz na procesy
zwigzane z dyfuz i tworzeniem si nanoklastrow implantowanych pierwiastkow. Ponagi@zedstawione zostan
mechanizmy wzbudzania centréw luminescencyjnycte ajawiska towarzysze przeptywowi tadunku przez warsgtw
optycznie aktywnego izolatora, takie jak putapkoigdadunku i degradacja elektrycznych ydiavosci struktur MOS.
Alternatywy dla krzemu g zwiazki pétprzewodnikowe Alll-BV. Na drodze do ich sekrego zastosowania stoi jednak brak
metod ich wytwarzania w petni zintegrowanych z damgca obecnie technologikrzemowy. Zostanie zaprezentowana taka
metoda otrzymywania nanostruktur zmkéw Alll-BV. Wykorzystupc sekwencyja implantacg jonowa i poimplantacyjne
wygrzewanie otrzymano wysokiej jad@ nanostruktury InP, GaAs oraz InAs, zarébwno w tpoach krzemowych,
nanowarstwach (struktury SOI) jaki i nanodrutackeknowych. Ponadto kontrofigj parametry technologiczne implantacji,
takie jak energia i dawka implantowanych pierwiéstkoraz wygrzewania (temperatura i czas)zlime jest precyzyjne
manipulowanie rozmiarami, orientacjkrystalograficza oraz ksztattem otrzymywanych nanostruktur. Wykazaire
otrzymywanie jednorodnych rozmiarowo nanokrystalitélll-BV mo Zliwe jest tylko w wyniku milisekundowegprocesu
rekrystalizacji z fazy cieklej Zaprezentowane zostanwtasciwosci mikrostrukturalne (TEM, EDX, XRD) oraz
optoelektryczne (PLy-Raman, I-V) heterostruktur Alll-BV/krzem. Przedstana zostanie pierwsza dioda zbudowana né
heterozjczu Alll-BV/Si wykonana w technologii krzemowe;j.
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